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Актуальной и важной проблемой современной полупроводниковой 
технологии является наноструктурирование полупроводников, в частно-
сти CdTe. Одним из путей решения данной проблемы есть использование 
импульсного лазерного излучения для наноструктурирования поверхно-
сти кристаллов [1]. Важным аспектом является возможность селективно-
го облучения отдельных частей полупроводниковых материалов и 
управление параметрами наноструктур путем подбора соответствующих 
параметров лазерного излучения. 

В работе исследовано влияние наносекундного лазерного облучения 
на морфологию поверхности кристаллов CdTe в необлученных частях, 
при условии проявления так называемого эффекта дальнодействия. 

Показано, что причиной образования дефектов, что приводит к 
формированию нанокластеров вне области лазерного облучения поверх-
ности CdTe, является возникновение механических напряжений за счет 
поверхностной акустической волны Релея. Расчет напряжений Релеев-
ской волны в ближней зоне показывает, что его достаточно для дефекто-
образования и локального массопереноса и соответственно для пере-
стройки структуры материала на поверхности CdTe при наносекундном 
лазерном облучении. Акустические поверхностные волны в “ближней” 
акустической зоне, генерированные при I = 20 МВт/см2 могут переносить 
достаточно энергии на расстояние для процессов дефектообразования.  

Формирование рельефных структур на поверхности, где присутст-
вует только акустическая поверхностная волна, объясняется в рамках ме-
ханизма "вакансионного насоса" [2] на поверхности и модели эффектив-
ной температуры.  
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